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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開番号】特開2012-227335(P2012-227335A)
【公開日】平成24年11月15日(2012.11.15)
【年通号数】公開・登録公報2012-048
【出願番号】特願2011-93121(P2011-93121)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５２Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５３Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５２Ｆ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５２Ｊ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５２Ｍ
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【手続補正書】
【提出日】平成25年6月4日(2013.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　前記ゲート用溝の深さ、および前記安定化プレート用溝の深さは、
　前記第１導電型領域と前記ボディ領域との接合部から前記第２主面側に１．５μｍ以上
である、請求項４または５に記載の半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
【特許文献１】特開平９－３３１０６３号公報
【特許文献２】特開平８－１６７７１１号公報
【特許文献３】特開平１１－３３０４６６号公報
【特許文献４】特開２０１０－１０５５６号公報
【特許文献５】特開２００２－１６２５２号公報
【特許文献６】特開２００１－２４４３２５号公報
【特許文献７】国際公開第０２／０５８１６０号
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
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　本実施の形態において、メサ幅（ＷMOS）は、ゲート用溝１ａと安定化プレート用溝１
ｂとの間、および安定化プレート用溝１ｂ同士の間の距離を示している。ゲート用溝１ａ
と安定化プレート用溝１ｂとの間のメサ幅、および安定化プレート用溝１ｂ同士の間のメ
サ幅は同じ幅となるように設けられている。また、トレンチピッチ（Ｗpitch）は、ゲー
ト用溝１ａと安定化プレート用溝１ｂとの配置ピッチ、および安定化プレート用溝１ｂ同
士の配置ピッチを示している。ゲート用溝１ａと安定化プレート用溝１ｂとのトレンチピ
ッチ、および安定化プレート用溝１ｂ同士のトレンチピッチは同じ距離となるように設け
られている。また、トレンチ電極幅（Ｗtrench）は、ゲート電極５ａおよび安定化プレー
ト５ｂの各々の幅を示している。ゲート電極５ａのトレンチ電極幅および安定化プレート
５ｂのトレンチ電極幅は同じ幅となるように設けられている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　また上記のトレンチピッチが各部において異なっていると、各トレンチ１ａ、１ｂ付近
の電界の分布が不均一となり電界集中が生じ、耐圧が低下する。このため本実施の形態に
おいてはゲート用溝１ａと安定化プレート用溝１ｂとのトレンチピッチ、および安定化プ
レート用溝１ｂ同士のトレンチピッチは同じとなるように設けられている。これによりト
レンチ周囲の電界集中を防ぎ、耐圧を向上させることが可能となる。つまり上記において
ゲート用溝１ａと安定化プレート用溝１ｂとの間のメサ幅を小さくできるため、それに合
わせてゲート用溝１ａと安定化プレート用溝１ｂとのトレンチピッチを小さくできる。さ
らにゲート用溝１ａと安定化プレート用溝１ｂとのトレンチピッチの縮小に合わせて安定
化プレート用溝１ｂ同士のトレンチピッチも小さくすることで、電界集中による耐圧低下
を防ぎつつ、デバイスの小型化を図ることもできる。
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